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vorliufige technische Daten

Sl-npn-Leistungsschel ttraneistoren

Anwendung: Schneller Leistungsschelter in induktiven Stromkreisen
bed hoher 5pannung
£. B. Schaltregler
Wechselrichter
Steuerung von Wechsel- und Gleichstrommotoren
Bescndere Merkmale: Multiepitaxial-Mesa-Technik
Glaspassivierung
kurze Schaltzeiten
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Grenzwerte (gliltig filr Bereich der Sperrschichttemperstur, wenn nichts anderes angegeben)
ze max. Binhoit| Pemeriungen
Kollektor-Emitter- EGET 160 (50U 386) ¥ UHE = =2 ¥
5 pannung 250 (su 3a7) L
300 (50U 388) ¥
Uoer Ueev Ryg & 108
u 125 (8U 386) v w 0 A
e 200 (SU 387) v s
250 (sU 3B88) k'
Emitter-Basis- T v
S pannung UEBQ
Kollektorstrom Iﬂnt 5 (83U 386} A Empfohlener Wert
8 (83U 38T h fiir Hormalbetrieb
10 (57 388) A (Hennatrom)
Ig 15 (85U 386) A
15 (sU 3a87) A
20 (sU 388) A
I 20 (SU 386) A
o 20 (SU 387) A t,=2ms
25 (50 388) A Q= 0,1
Basisstrom IH ‘6 (38U 386) A
4 (8U 38T A
4 (80 388) A
I 9 (83U 386) A
= & (U 3a7) A t. =2 ms
6 (SU 388) A R =01
Gesamtverlustlelstung By 150 v o525 %
Sperpachicht- o 175 %
temperatur
Gehiusetemperatur -r':: =25 175 o9
Lagerungatemperatur Tt +5 +35 :E max. 3} Jahre
in der Verpackung E =50 +50 c max. 1 Monat
Zugkraft en den 10 N einmalig beim Biegem
Anschllissen Dauer 10 8
Druckkraft an den 2 N einmaligz beim Montiersn

Anschllssen

Anzahl der Biegungen

nur abwinkeln chne zu-
rlickzubiegen 5
Biegewinkel & 90
Biegeradius & 1,5 mm
Abatand vom Kunstatoff-
kirper & 1,5 mm

Bild 2: Schaltzeichen



1/88 (12) 3 8U 386, SU 387, BU a8
Kernmwerte (-{" = 25 % - 5K)

Eurzzeichen min. mAX. i’:’:: Prifbedingungen
Knll;.‘:tnr-—luitter- U(gp)oro 125 viau 3ae) Iz =0, Iy = 0,14
Durehbruchs panming
200 V(50 387) t <1 me
250 vV [SU 388) Einzelimpulsa
Emitter-Basis- u T v I, =0A 10 mA
Durchbruchs pannung (BR)EBO C v 1g =
Kollektor-Emitter- I 1 mi Oy = T u s =2 T
Reststrom CEV CE CEVmax" "BE
1,6 V{su 387) | Iz = 0,84 tFnu
1,5 V(su 388) | Iy = 1,2 A Einselimpuls
Basis-Emitter- Unpaat 2,0 V(SU 386) | Iz = 0,5 A
S&ttigungespannung 2,0 V(U 387) | Iz = 0,8 A
2,0 V(8U 388} IB = 1,2 A
Speicherzeit ‘GE 2 'I.-uleU 386) 1BT = 0,5 A Ohmsche
/ue(SU 387) | Iz, = 0,8 A Last,
2 ue (SU 388) | Ip, = 1,24 In = Io..¢
Abfallzeit i 1 /ua(SU 386) | I, = 0,5 A ~Igof15, = 2
0,8 fuﬂ.['ﬂll 387) | Ipq = 0,8 A,Ugy, = 100 V
0,7 us(5U 388) | Iz, = 1,2 A
Innerer R 1,0 E/W .
Widrmewideratand thic g
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00 \
50
a Bild 3: Grencwert der Gegpemtverlusileistung

o 30 00 ??‘C in Abh#ngigkeit von der Gehdume-
temperatur
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